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Unter Beteiligung von Wissenschaftlern des Bayreuther Geoinstituts:

Hochdruck-Forschung fuhrt zu neuartigem
Bor-Halbleiter fir den Einsatz in Elektronik

und Optik

Die wissenschaftlichen Ergebnisse in Fachzeitschrift Physical Review Letters vorgestellt

Bayreuth (UBT). Den gemeinsamen An-
strengungen einer internationalen For-
schergruppe aus theoretisch und experi-
mentell arbeitenden Wissenschaftlern mit
Bayreuther Beteiligung ist die Hochdruck-
Synthese von Bor-Einkristallen zu verdan-
ken, die auf elektronischem und optischem
Gebiet neue Anwendungsmaglichkeiten
versprechen. Die wissenschaftlichen Er-
gebnisse stellte die Gruppe in der renom-
mierten Fachzeitschrift Physical Review Let-
ters vor.

Im Verlauf der von Natalia Dubrovinskaia
und Leonid Dubrovinsky vom Bayerischen
Forschungsinstitut fir Experimentelle Geo-
chemie und Geophysik (Bayerisches Geo-
institut) der Universitat Bayreuth durchge-
fuhrten Forschungsarbeiten Uber superharte
Materialien gelang es, rot leuchtende Ein-
kristalle (siehe Abb. 1) einer neuen Hoch-
druck-Form von Bor (B28) zu synthetisieren.
An der Synthese und Charakterisierung des
neuen Materials war aul3erdem Evgeniya
Zarechnaya, eine Doktorandin im Elitenetz-
werk Bayern am Bayerischen Geoinstitut, in
hohem Malf3e beteiligt. Die erzeugten Pro-
benkristalle wurden durch die Bayreuther
Wissenschaftler (siehe Abb. 2) am Bayeri-
schen Geoinstitut und weiteren Lehrstihlen
der Universitat Bayreuth intensiv untersucht,
wodurch die einzigartigen optischen, spekt-
roskopischen, mechanischen und strukturel-
len Eigenschaften der neuen Bor-Phase
enthllt wurden. Die neue Substanz stellt

Eine Zeile mit 39 Anschlage (mit Leerzeichen) durchschnittlich

einen superharten, optisch transparenten
und thermisch stabilen Halbleiter mit groRer
Bandllcke dar. Sie weist die zweitgrof3te
Harte (nach Diamant) und eine &ul3erst ge-
ringe Kompressibilitat auf, was durch die
starken kovalenten Bindungen in der Kris-
tallstruktur erklart wird. Die Strukturdetails
wurden mit Hilfe verschiedener Réntgen-
beugungsverfahren in Bayreuth und in Zu-
sammenarbeit mit Synchrotron-
Messeinrichtungen in Frankreich und den
USA bestimmt und durch theoretische Be-
rechnungen schwedischer Kollegen aus
Linkdping bestatigt.

Bisher sind transparente Halbleiter fir opti-
sche Anwendungen kaum verfligbar. Man
verwendet z.B. Diamanten, in deren Gitter
geringe Gehalte anderer Elemente einge-
fugt werden (niedrig dotierte Diamanten),
die jedoch eine mehr als doppelt so grol3e
Bandlicke (1,9 eV) wie B28 aufweisen.
Durch den Nachweis, dass eine Zichtung
derartiger Phasen mdglich ist, 6ffnen sich
neue Perspektiven fur die technische An-
wendung dieser neuartigen Einkristalle in
der Elektronik und Optik.
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1. Einkristalle der neuen Hochdruck-Form
von Bor. Sie sind kleiner als 100 Mikrometer
und wurden in der 5000 to-Presse des Bay-
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